
 

 
 

Toshiba annuncia il nuovo MOSFET a canale N da 100V N che supporta la 

miniaturizzazione nelle applicazioni di alimentazione 

 

Basato sul processo U-MOS-X, il dispositivo offre una migliore resistenza di On e 

un’area operativa sicura più estesa.  

 

Düsseldorf, Germania, 11 Luglio 2023 – Toshiba Electronics Europe GmbH (“Toshiba”) 

ha lanciato un nuovo MOSFET di potenza a canale N da 100 V basato sul processo U-

MOSX-H di ultima generazione di Toshiba. Il nuovo dispositivo è ideale per le 

applicazioni impegnative come gli alimentatori a commutazione per i data center e le 

stazioni base di comunicazione, oltre che per usi industriali.  

 

Progettato per un funzionamento efficiente, il nuovo TPH3R10AQM raggiunge un valore 

di appena 3,1 mΩ (max.) relativamente all'importantissimo parametro di resistenza di On 

(RDS(ON)). Ciò rappresenta un miglioramento significativo del 16% rispetto all'attuale 

prodotto Toshiba da 100V (TPH3R70APL), basato su un processo tecnologico più maturo.  

 

Il dispositivo ad alta capacità offre una tensione di drain-source (VDSS) di 100V e una 

capacità di corrente di drain (ID) fino a 120A. La bassa carica di gate switch (QSW) migliora 

l'efficienza nelle applicazioni ad alta frequenza, mentre l'elevata temperatura massima 

del canale (Tch) di 175 °C riduce la necessità di gestione termica, contenendo così le 

dimensioni e il costo delle apparecchiature finali.  

 

Il nuovo MOSFET ha ampliato la propria area operativa sicura (SOA) del 76% rispetto alla 

generazione precedente, e ciò lo rende adatto al funzionamento in modalità lineare. 

Questo miglioramento ne accresce significativamente l'idoneità e le prestazioni nei 

circuiti hot swap. Inoltre, essendo l’intervallo di tensioni di soglia di gate compreso fra 

2,5 V e 3,5 V, il dispositivo è meno soggetto ad attivazione spuria. 

 



 

Il prodotto utilizza il package SOP Advance(N) altamente compatibile nel formato, che 

assicura al TPH3R10AQM un ingombro su PCB di soli 4,9 mm x 6,1 mm. 

 

Le consegne del nuovo MOSFET TPH3R10AQM hanno inizio immediato.  

 

Toshiba continuerà ad ampliare la propria gamma di  MOSFET di potenza robusti in 

grado di migliorare l'efficienza di alimentazione e di ridurre le perdite, contribuendo a 

ridurre il consumo energetico all'interno delle apparecchiature. 

 

Per ulteriori informazioni sul MOSFET TPH3R10AQM cliccare qui: 

https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/12v-300v-

mosfets/detail.TPH3R10AQM.html  

 

### 
 

Informazioni su Toshiba Electronics Europe 
Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità 

a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, di 

controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre agli hard disk, l'ampio 

portafoglio dell'azienda comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi discreti che vanno dai diodi 

ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici,  ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per 

un'applicazione (ASSP), tra gli altri. 

 
Inoltre, TEE offre le celle di batterie SCiB™ e i moduli con ossido di litio e titanio (LTO) di Toshiba per 

applicazioni gravose e i substrati ceramici in nitruro di silicio (SiN) utilizzati nei moduli semiconduttori di 

potenza, negli inverter e nei convertitori per le loro caratteristiche di dissipazione del calore e di resistenza. 

 
TEE ha la propria sede centrale a Düsseldorf, in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno 

Unito che forniscono servizi di marketing, vendita e logistica. 

 
Visitate i siti Web di Toshiba all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com, www.scib.jp/en e 

www.toshiba-tmat.co.jp/en/ per  maggiori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti. 
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